SECCION H -ELECTRICIDAD

HO1S

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS
HO1S DISPOSITIVOSQUE UTILIZAN LA EMISION ESTIMULADA
Nota
La presente subclase cubre :
— losdispositivos parala generacién o la amplificacion de las ondas el ectromagnéticas coherentes o de otros tipos de energia
ondulatoria por emisién estimulada; [2]
— lasfunciones como la modulacién, la demodulacion, e control o la estabilizacion de tales ondas. [2]
Esquema general
MASERES...... .o 1/00 OTROS DISPOSITIVOS QUE UTILICEN
LASERES DE SEMICONDUCTOR ..o 5/00 EMISION ESTIMULADA ...t 4/00
LASERES DE TIPOSDISTINTOSA LOS
SEMICONDUCTORES.........ccoooiirieieneeie e 3/00
1/00 Méser, esdecir, dispositivos para la produccion, 3/07 consistentes en una pluralidad de partes, p. §.
amplificacién, modulacién, demodulacion o cambio segmentos (HO1S 3/067 tiene prioridad) [2,7]
defrecuencia utilizando la emision estimulada de 3/08 Construccion o forma de resonadores 6pticos o de
ondas electromagnéticas mas largas que las sus componentes [2]
infrarrojas 3/081 con més de dos reflectores [2]
1/02 sdlidos 3/082 definiendo una pluralidad de resonadores, p.
1/04 liquidos g. parala seleccién de modos [2]
1/06 gaseosos 3/083 Léaseresen anillo [2]
3/00 Léser, esdecir, dispositivos para la produccion, Eibes tenl_endo uno o varios refl ectores prop e_dad&s 0
amplificacién, modulacién, demodulacion o €l poscgjnes \r/]arl_abl(tjas pargel regla;g |r:t0| aldd?
cambio de frecuencia utilizando la emision ;ﬁ%r; dglr I(églgﬂrgn\t/:rffﬂrr:c?ggmmieﬁoe a
estimulada de ondasinfrarrojas, visibleso AN = .
ultravioletas (laseres de semicjoarihiuctor HO1S 5/00) HOl? 3/10; estabilizacion de la sefil de slida
del I&ser HO1S 3/13) [2]
Sl Detalles de estructura 3/09 Procedimientos o aparatos parala excitacion, p. g
3/03 de tubos | ser de descargaen el gas[2] bombeo B
s parael confinamiento de|a descarga, p. . por 3/091 utilizando & bombeo éptico [2]
caracterl_sglcas particul ares del tubo parala 3/0915 por luz incoherente [5]
contraccion de la descarga [ 5] ) ) 3
3/034 Dispositivos opticos situados en €l interior del 3/092 producida por una 'ampafa de destellos
tubo o formando parte de él, p. €. ventanas, (HO1S 3/0937 tle_n? F’”O“dad) [2’5!
espejos (reflectores con propiedades o 3/093 enfgcan(?o odi rlglenQO la energia de
posiciones variables para e reglgjeinicial del excitacion en el medio activo [2,5]
resonador HO1S 3/086) [5] 3/0933 . producida por un semiconductor, p. €. un
3/036 Medios para obtener o mantener la presion diodo emisor deluz [5]
deseada del gasen d interior del tubo, p. g. por 3/0937 . producida por la explosion de un material o
medio de un getter o de una recarga; Medios por un material combustible [5]
para hacer circular € gas, p. . para 3/094 . por luz coherente [2]
uniformizar lapresion en el interior del tubo [5] 3/0941 . producida por un l&ser semiconductor, p. g.
3/038 Electrodos, p. €. forma, configuracién o un diodo laser [6]
composicion particulares [5] 3/0943 . producida por un laser de gas[5]
3/04 Disposiciones paralarefrigeracion 3/0947 . producida por un laser de colorante
3/041 paraléser de gas[5] orgénico [5]
3/042 paraléser de estado solido [5] 3/095 . utilizando el bombeo quimico o térmico [2]
3/05 Construccién o forma de resonadores; Acomodacion 3/0951 . aumentando la presién en el medio gaseoso del
del medio activo en € interior de estos resonadores; |&ser [5]
Formadel medio activo 3/0953 . L éseres de gas dinamico, es decir, con
3/06 Construccion o formadel medio activo expansion del medio gaseoso del l&ser a
3/063 Laseres de guia de ondas, p. €. amplificadores velocidades de circulacion supersonicas [5]
léser [7] 3/0955 . utilizando el bombeo por particulas de alta
3/067 L seres de fibra éptica[7] energia[5]
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HO1S

3/0957 .
3/0959 .
3/097 .
3/0971 .

3/0973 .
3/0975 .
3/0977 .
3/0979 .

3/098

3/10

3/101
3/102
3/104
3/105
3/1055 .
3/106

3/107

3/108

3/109

3/11

3/113

3/115
3/117
3/121
3/123
3/125
3/127

3/13

3/131
3/134
3/136
3/137

3/139

3/14

por particulas nucleares de alta energia[5]
por un haz de electrones [5]
por descarga en el gasde un laser de gas[2]
excitado transversalmente (HO1S 3/0975 tiene
prioridad) [5]
teniendo una onda progresiva que atraviesa
el medio activo [5]
utilizando una excitacién inductiva o
capacitiva[5]
con medios de ionizacion auxiliares [5]
L aseres de gas dinamico, es decir, con
expansion del medio gaseoso del laser a
velocidades de circulacion supersonicas [5]
Acoplamiento de modos; Supresién de modos
(supresién de modos con la ayuda de una pluralidad
de resonadores HO1S 3/082) [2]
Control de laintensidad, frecuencia, fase,
polarizacién o de ladireccion de laradiacion, p. g.
conmutacion, apertura de puerta, modulacion o
demodulacion (acoplamiento de modos
HO01S 3/098) [2]
L aseres provistos de medios para cambiar €l
origen o ladireccion de laradiacion emitida[2]
por control del medio activo, p. g. por control de
los procedimientos o de |os aparatos parala
excitacion (HO1S 3/13 tiene prioridad) [4]
en los laseres de gas [4]
por control de la posicién relativa o delas
propiedades reflectantes de | os reflectores de la
cavidad (HO1S 3/13 tiene prioridad) [4]
estando constituido uno de los reflectores por
unared de difraccion [4]

por control de un dispositivo situado en la cavidad

(HO1S 3/13 tiene prioridad) [4]
utilizando un dispositivo electrodptico, p. §.
gue producen un efecto Pockels o Kerry [4]
utilizando un dispositivo optico no lineal, p. €.
gue producen una difusion por efecto Brillouin
0 Raman [4]
Multiplicacion de lafrecuencia, p. €.
generacién de arménicos [4]

en los que € factor de calidad del resonador optico

es cambiado répidamente, es decir, técnicade
impulsos gigantes
con laayuda de medios decolorantes o
solarizantes [2]
utilizando un dispositivo electrodptico [4]
utilizando un dispositivo acusticodptico [4]
utilizando un dispositivo mecanico [4]
Espejo giratorio [4]
Prisma giratorio [4]
Conmutadores de factor de calidad tipo “ Q-
switch” multiples[4]
Estabilizacion de pardmetros de salida de laser, p.
g . frecuencia, amplitud [2]
por control del medio activo, p. . por control
de los procedimientos o aparatos parala
excitacion [4]
en los laseres de gas [4]
por control de un dispositivo situado en la
cavidad [4]
para estabilizar la frecuencia [4]
por control de laposicion relativa o de las

propiedades reflectantes de | os reflectores de la

cavidad [4]
caracterizados por el material utilizado como medio
activo

3/16 Materiales sdlidos

3/17 amorfos, p. g. vidrio [2]

3/20 Liquidos

3/207 incluyendo un quelato [5]

3/213 incluyendo un colorante organico [5]

3/22 gaseosos

3/223 siendo poliatémico el gas activo, es decir,

conteniendo més de un &omo (HO1S 3/227
tiene prioridad) [2,5]

3/225 incluyendo un “excimer” o “exciplex” [5]

3/227 Vapor metalico [5]

3/23 Disposiciones de varios |aseres no previstas en

HO1S 3/02 Hasta HO1S 3/14, p. g. disposicion en
serie de dos medios activos separados
(comprendiendo Unicamente |aseres de
semiconductor HO1S 5/40) [2,7]

3/30 utilizando efectos de difusion, p. . efecto Brillouin o

Raman estimulado [2]

4/00 Dispositivos que utilizan la emision estimulada de
energiaondulatoria distintaalaprevistaen los
grupos HO1S 1/00, HO1S 3/00 6 HO1S 5/00, p. €.
maser fonon, méser gamma

5/00 Laseresde semiconductor [7]

Nota
Es importante tener en cuentala Nota (3) después del
titulo de lasecciéon C, dicha Notaindica a qué versiéon
de latabla periddica de el ementos quimicos se refiere la
CIP. [2010.01]
5/02 Detalles o componentes estructurales no esenciales
en e funcionamiento del 1&ser [7]
5/022 Soportes; Encapsulados [7]
5/024 Disposiciones para larefrigeracion [7]
5/026 Componentes integrados monoliticamente, p. g.
guias de ondas, fotodetectores de monitorizacion,
dispositivos parala excitacion (estabilizacion dela
salida del l4ser HO1S 5/06) [7]
5/028 . Revestimientos[7]
5/04 Procesos 0 aparatos parala excitacion, p. . bombeo
(HO1S 5/06 tiene prioridad) [7]

5/042 Excitacion eléctrica[7]

5/06 Disposiciones para controlar 10s parametros de salida
del laser, p. g. actuando sobre el medio activo [7]

5/062 variando el potencial de los electrodos
(HO1S 5/065 tiene prioridad) [7]

5/0625 . . . enlaserescon varias secciones[7]

5/065 Acoplamiento de modos (“mode locking”);
Supresion de modos; Seleccion de modos [7]

5/068 Estabilizacion de los parametros de salida del 1aser
(HO1S 5/0625 tiene prioridad) [7]

5/0683 . . . monitorizando los pardmetros dpticos de

salida[7]

5/0687 . . . . Estabilizacion delafrecuenciadel léser [7]

5/10 Estructura o formadel resonador 6ptico [7]

5/12 teniendo el resonador una estructura periédica, p.
€. en |l aseres de realimentacion distribuida (Iaseres
DFB) (HO1S 5/18 tiene prioridad) [7]

5/125 L aseres de reflectores de Bragg distribuidos

(léseres DBR) [7]
5/14 Léseres de cavidad externa (HO1S 5/18 tiene

prioridad; acoplamiento de modos o “mode-
locking” HO1S 5/065) [7]
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5/16

5/18
5/183

5/187

5/20

5/22

5/223

5/227
5/24

5/30

5/32

Laseres del tipo de ventanas, p. €. con unaregion
de material no absorbente entre laregion activay
la superficie reflectora (HO1S 5/14 tiene
prioridad) [7]

L aseres de emision superficial (I&seres SE) [7]
gue tienen una cavidad vertical (laseres
VCSE) [7]
gue utilizan un reflector de Bragg distribuido
(l4seres SE-DBR) (HO1S 5/183 tiene
prioridad) [7]

Estructura o formadel cuerpo semiconductor para
guiar laonda éptica[7]

que tiene una estructura de tipo estriado o en

forma de bandas [ 7]

Estructura de banda enterrada (HO1S 5/227
tiene prioridad) [7]
Estructura de mesa enterrada [ 7]

gue tiene una estructura ranurada, p. €. con

ranurasenV [7]

Estructura o forma de laregion activa; Materiales
paralaregion activa[7]

gue comprenden uniones PN, p. €.

heteroestructuras o dobl es heteroestructuras

(HO1S 5/34, HO1S 5/36 tiene prioridad) [7]
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5/323

5/327

5/34

5/343

5/347

5/36
5/40

5/42
5/50

HO1S

en compuestos Ay By, p. €. 1aser de
AlGaAs|[7]
en compuestos A; By, p. §. |&ser de
ZnCdSe[7]
gue comprenden estructuras de pozos cuanticos o
de superredes, p. g. laseres de pozo cuéntico Unico
(laseres SQW), l&seres de pozos cuanticos
multiples (Iaseres MQW), laseres con
heteroestructura de confinamiento separada que
tienen un indice progresivo (14seres GRINSCH)
(HO1S 5/36 tiene prioridad) [7]
en compuestos A, By, p. §. l&ser de
AlGaAs|[7]
en compuestos A, By, p. §. l&ser de
ZnCdSe[7]
gue comprenden materiales organicos [8]
Disposicion de dos o més l&seres de semiconductor,
no previstas en los grupos HO1S 5/02 Hasta
HO01S 5/30 (HO1S 5/50 tiene prioridad) [7]
Matrices de laseres de emision superficial [7]
Estructuras amplificadoras no previstas en los grupos
HO1S 5/02 Hasta HO1S 5/30 [ 7]



